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Les nanofils (NFs) semiconducteurs sont sujets à de nombreuses études en raison de leurs 

propriétés spécifiques liées à leur dimensionnalité 1D. Les NFs de semiconducteurs III-V 

obtenus par croissance en mode VLS présentent la particularité de croître selon une 

structure Zinc-Blende (ZB) ou Wurtzite (WZ)
1
 selon les conditions de croissance, en 

particulier des flux des éléments III et V. Il est maintenant admis que la structure de ces 

NFs est dictée par l’angle de mouillage de la goutte du catalyseur qui dépend de ces flux 

III et V
2
. Dans ce travail, nous avons étudié plus particulièrement la structure  cristalline 

de NFs de GaAs auto-catalysés (par une goutte de Ga) fabriqués par épitaxie par jets 

moléculaires en suivant le diagramme RHEED in-situ au cours de la croissance (Fig.1.a). 

Les diagrammes de diffraction des structures ZB et WZ étant différents selon l’azimuth 

[1-10], il est possible de mesurer l’évolution de l’intensité de taches de diffraction 

spécifiques ZB et WZ en cours de croissance en fonction des conditions de croissance 

(flux de Ga et As en particulier). Le contrôle de ces flux permet ainsi un contrôle de la 

structure cristalline ZB ou WZ des NFs en suivant le diagramme RHEED en cours de 

croissance. Des séquences de segments ZB et WZ ont ainsi pu être réalisées dans ces NFs 

de GaAs (Fig.1.b). 

 

Figure 1 : (a) Diagramme RHEED (azimuth [1-10]) de NFs de GaAs. Les points verts 

représentent les taches ZB, les carrés rouges représentent les taches WZ. Les flèches 

indiquent les taches utilisées pour l’analyse. (b) Image TEM d’une séquence ZB-WZ-ZB. 
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